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UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR
EC 1113 Circuitos Electrénicos (Laboratorio)
PRACTICA N°3

Verificar Conceptos Teoricos Relacionados con Caracteristicas Corriente-Voltaje en
Transistores BJT, y con Polarizacién por Divisor de Tension y Amplificador “Emisor Comun”
para analisis de Pequerfia Sefial.

Introduccioén:

Los Transistores de Bipolares (BJT) son dispositivos semiconductores donde el control de
las variables de corriente y voltaje de salida se realiza por corriente de entrada. Tienen sus
terminales que se identifican como base (B), emisor (E) y colector (C). Son agrupados en dos
familias: NPN y PNP. Es un dispositivo de proposito general, pueden ser utilizados como
amplificador o como interruptor. Para su uso en aplicaciones, los fabricantes especifican los rangos
de corriente de colector maxima, asi como también el voltaje colector-emisor maximo. El parametro
de ganancia de corriente (hFE o ) también se especifica y puede variar en el orden de 40 a 500, y
aun mayor en casos especiales. Es recomendable tener en cuenta la potencia maxima disipada
por el dispositivo a la hora de realizar una aplicacion. Esta potencia (IcxVce) debe mantenerse por
debajo de la potencia maxima especificada. Esta practica de laboratorio se desarrolla con un
dispositivo nuevo para el alumno y en la que debe obtener una serie de puntos de medicion a fin
de reconocer algunas caracteristicas basicas del transistor. Es recomendable para el estudiante
prestar la mayor atencion posible al trabajo practico a fin de culminar con éxito todos los puntos de
medicién propuestos.

Objetivos:
1. OBJETIVOS
1. Comprobar la validez de las curvas caracteristicas (IB vs VBE) é (IC vs
VCE) de un BJT, NPN.
2. Verificar el disefio y funcionamiento de una etapa de amplificacion emisor

comun, para pequefia sefial, con acoplamiento capacitivo, mediante mediciones y
observaciones de voltaje y corriente en diferentes puntos de la etapa.
Pre-Laboratorio:

1. Para el Objetivo 1:

a. Repase los conceptos y normas de seguridad relacionados con: Circuitos y
conexiones necesarios para obtener la curva caracteristica de un diodo, con la ayuda del
osciloscopio. (GUIA TEORICA, LAB. DE CIRCUITOS ELECTRONICOS. Profa. MARIA
GIMENEZ DE GUZMAN).

b. Revise los conceptos tedricos del modelo matematico que relaciona IB con VBE e
IC con VCE.
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2. Para el objetivo 2:

a. Disefie un circuito amplificador con transistor bipolar NPN, emisor comun, con
acoplamiento capacitivo, polarizado con divisor de tensién que sea invariante a cambios de § vy
permita maxima excursion de la sefial de entrada (Figura 1).

b. El transistor que se utilizara en esta practica es el 2N2222. Este transistor se
consigue comercialmente con el cédigo PN2222 y es similar al 2N3904. Se le sugiere que, de ser
posible, considere la posibilidad de comprar dicho dispositivo (Es muy econémico).

C. Aun cuando el curso no contempla actividades de disefo, intentemos calcular los
valores de las resistencias R1 y R2 del circuito del divisor de tension, para que el punto de
operacion se mantenga estable a cambios de (hFE) = 75, alrededor de un valor tipico y el punto Q
permita maxima excursion de la sefal de entrada (Implica Q en interseccién de la lineas de carga
dc y ac, aproximadamente en la mitad de las lineas).

d. Calcule R1 y R2, conocidos el punto Q: (ICQ= 2.4mA; VCEQ =6V) y dadas RC
=RL=2KQ; RE =510Q; Vcc =12 V. Verifique si los valores de corriente y voltaje, del punto Q
no exceden el rango de maxima potencia del PN2222.

e. Para el calculo de R1 y R2 use la aproximaciéon 10R2<BRE, y Equivalente
Thevenin para expresiones de VBB y RB. Determine Valor de VB. Finalmente determine
expresiones para R1 y R2 . Note que conocemos el circuito de salida y con él, determinamos VB
y el divisor de tension.

f. Calcule con las resistencias elegidas AV, Al, RIN y ROUT, y el maximo valor Vipp
del generador para obtener el voltaje de salida sin distorsion.

Informe de pre laboratorio

El documento de Pre Laboratorio, sera preparado y enviado en forma digital, antes de la
fecha del laboratorio, a la direcciébn de correo que le suministre el profesor. Se enviara un
documento por grupo, con un maximo de 6 paginas, incluyendo portada de identificacién
completa del grupo con numero del meson, con nombres y N° de carnet 'y nombre y numero
de la practica, ademas, la hoja de pre practica y un resumen del desarrollo de los puntos 1b, vy
1d del pre laboratorio.

NOTA: ES REQUISITO INDISPENSABLE TRAER PREPARADA LA PRACTICA. DE LO
CONTRARIO TENDRA CERO(0) EN LA EVALUACION CORRESPONDIENTE.
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